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(57) Predmétem FeSeni je postup vyroby
kifemikovych dozimetrickych diod ke stano-
veni ddvek od rychlych neutrond. Doposud
vyrdb&né diody maji citlivost 128 mV/Gy.
Diody vyrab&né navrhovanym zplisobem ma-
ji citlivost lepsi neZ 1 V/Gy. Podstata feSeni
spoCivd v tom, Ze na kiemikovou desku
tloustky 2,5 mm a méFeného odporu 100 Q .
.cm s hladkym povrchem se naimplantuje
z jedné strany bor (B), popfipad& hlinik
(Al) nebo thalium (T1) o davce vétSi neZ
2,101 jontd.cm~% s energii 160 keV a do
druhé strany se naimplantuje fosfor [P) ne-
bo antimon (Sb]), popfipad& arzén (As} o
stejné davce a energii, po CemZ nasleduje
oZiveni kfemikovych desek, jeZ se provede
Zih4dnim pii teplotd 785°C aZ 1000 °C s né&-
sledujicim pomalym chlazenim i pomalym
chlazenim i pomalym ndb&hem po dobu 72
hodin.
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Vynélez se tykd zplisobu vyroby kfemiko-
vé dozimetrické diody s vysokou citlivosti
pro detekci davek od rychlych neutroni.

V osobni dozimetrii neutronl se v soudas-
né dob& pouZivajli pro stanoveni davek od
rychlych neutrond stopové detektory. Jed-
nim ze stopovych detektord jsou kiemikové
dozimetrické diody. Stédvajici vyrdb&né dio-
dy pro urc¢ovéani ddvek od rychlych neutro-
nd maji citlivost v rozmezi 100 aZ 150 mV/
/Gy, coZ je nedostatetné pro pouZiti v osob-
ni dozimetrii. Vyroba citlivéjsi diody proza-
tim naréZela na potiZe reprodukovatelnosti,
coZ souvisi s technologii vjroby.

Dosavadni nevyhovujici stav Fe3i navrho-
vany zplsob vyroby, kterého podstata wvy-
nélezu spodiva v tom, Ze na kifemikovou des-

ku, tloustky 2,5 mm a mérného odporu 100

Q.cm s hladkym povrchem, jehoZ bylo do-
cileno brouSenim a leptdnim, se naimplan-
tuje z jedné strany bor (B]), popfipadé hli-
nik [Al) nebo thalium (Tl) o dévce v&tSi
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neZ 2.10 jontdl . ¢m~2 s energii 160 keV a
do druhé strany se naimplantuje fosfor (P)
nebo antimon (Sb), popiipadé arzén (As)
o stejné dévce a energii, po temZ nésleduje
oZiveni kfemikovych desek, jeZ se provede

 Zihanim p¥i teploté 785°C aZ 1000°C s né&-

sledujicim pomalym chlazenim i pomalym
nédb&hem po dobu 72 hodin.

Po t&chto operacich se vakuovym napare-
nim chrom-nikl {Cr-Ni), popFipadé titan-nikl
[Ti-Ni), k demuZ lze pouZit i dal3i kovy s
dobrou adhezi ke k¥emiku, vytvoFi kontakty.
Takto upravend polovodiové deska se roz-
¢leni na jednotlivé €ipy, na které se piipaiji
piivodni dratky a k¥emikové diody se po o-
prani zapouzd¥i do termoplastickych epoxi-
du.

Hlavni vyhoda uvedeného zpdsobu spoéi-
vé v moZnosti vyrabét kifemikové diody s cit-
livosti v@&i rychlym neutronfim osmkrat
vy88i neZ maji kfemikové diody dosud vy-
rabéné.

PREDMET VYNALEZU

Zpiisob vyroby kiemikovych dozimetric-
kych diod s vysokou citlivosti pro detekci
ddvek od rychlych neutront z kfemikové
desky tloustky 2,5 mm a mérném odporu
100 Q.cm s hladkym povrchem docilenym
brousenfm a leptdnim, vyznadujici se tim,
e kFemikovd deska po opracovéni brouSe-
nim a hlubokym leptdnim se podrobi ionto-
vé implantaci z jedné strany borem (B]), po-
p¥ipadé hlinikem (Al} nebo thaliem (Tl) o

ddvce v&tSi neZ 2.10% jontd.cm~? s ener-
gii 160 keV a do druhé strany se naimplan-
tuje fosfor (P) nebo antimon (Sb), popii-
padé arzén (As) o stejné ddvce a energii,
po gemZ nésleduje oZiveni kfemikovych de-
sek, jeZ se provede Zihdnim p¥i teploté 785
stupiii Celsia aZ 1000 °C s nédsledujicim po-
malym chlazenim i pomalym nédb8hem po
dobu 72 hodin.
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